
КТ863А, КТ863Б, КТ863В

КТ86ХА-В) Транзисторы кремние­
вые мезаэпитаксиально-пла- 
нарные структуры п-р-п уси­
лительные. Предназначены 
для применения в преобра­
зователях напряжения, ис­
точниках вторичного элек­
тропитания, электронных 
фотовспышках. Выпускаются 
в пластмассовом корпусе с 
жесткими выводами. Тип 
прибора указывается на кор­
пусе.

Масса транзистора не 
более 2,5 г.

Изготовитель —  акционерное общество «Кремний*, 
г. Брянск.

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока 
в схеме ОЭ при (/КБ = 2 В, 4 = 5 А, не менее:

КТ863А...........................................................  100
КТ863Б, КТ863В............................................  70

Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме ОЭ при = 5 В, 4 = 0,5 А,
не менее.................................................................  4 МГц

типовое значение...........................................  20* МГц
Граничное напряжение при 4 = 30 мА,
не менее............................ ;...................................  30 В
Напряжение насыщения коллектор— эмиттер 
при 4-= 5 А, 4 = 0,5 А:

КТ863А, не более..........................................  0,3 В
типовое значение...........................................  0,25* В
КТ863Б, КТ863В, не более..........................  0,5 В

Напряжение насыщения база— эмиттер
при /к = 5 А, 4 = 0,5 А, не более......................  1,2 В

типовое значение...........................................  1* В
Обратный ток коллектора при С/КБ = 30 В, 
не более:

Г= -40...+25 °С............................................  1 мА
Т = +100 °С....................................................  ЗмА

Обратный ток эмиттера при С!эв ~ 5 В,
не более.................................................................  3 мА
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Предельные эксплуатационны е данные
Постоянное напряжение коллектор— база:

КТ863А, КТ863Б............................................. 30 В
КТ863В.............................................................  160 В

Постоянное напряжение коллектор— эмиттер
при /?бэ = 10 Ом....................................................  30 В
Постоянное напряжение база— эмиттер...........  5 В
Постоянный ток коллектора............................... 10 А
Постоянный ток базы..........................................  3 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора1 при Тк = — 40...+25 °С:

с теплоотводом.............................................. 50 Вт
без теплоотвода............................................. 1,5 Вт

Температура р-п перехода.................................. +150 °С
Температура окружающей среды...................... — 40...ГК =

= +100 °С
1 При Тк = +25...+100 °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая 

мощность коллектора снижается линейно до 20 Вт с теплоотводом и до 0,6 Вт 
без теплоотвода.

Допускается одноразовый изгиб выводов транзисторов не 
ближе 2,5 мм от корпуса под углом 90° с радиусом закругле­
ния не менее 0,8 мм.

Пайка выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса 
транзистора при температуре припоя +260 °С в течение не 
более 5 с. Допускается пайка волной припоя при температуре 
+235 °С. При пайке корпус паяльника должен быть заземлен.

Допустимое значение статического потенциала 1000 В.

0 НА 0.В 12 н и и . в 1 13. А

Входные характери­
стики

Выходные характери­
стики

Зона возможных поло­
жений зависимости ста­
тического коэффициен­
та передачи тока от то­

ка эмиттера
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Зависимости напряжений насыще- Область максимальных режимов 
ния коллектор— эмиттер и база—  

эмиттер от тока коллектора
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